7. Примеси и дефекты (объемные полупроводники
 и квантово-размерные структуры)
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Алмаз в настоящее время широко используется для изготовления СВЧ полевых транзисторов. Одним из основных методов формирования проводящих каналов является легирование бором в процессе роста алмаза методом CVD в ВЧ плазме [1]. Однако, создание полевых транзисторов в легированной бором CVD алмазе затрудняется вследствие достаточно высокой энергии активации бора (Еа= 0,37 эВ) при низких концентрациях. С ростом концентрации атомов бора в алмазе энергия активации существенно уменьшается [1]. Представляет особый интерес развитие метода ионной имплантации бора для формирования каналов. Целью настоящей работы являлось исследование низкотемпературной зависимости активации бора, имплантированного при больших дозах в природные кристаллы алмаза.
В экспериментах использовались 4 природных кристалла алмаза 2а типа размером 3×3 мм. Концентрация азота в алмазе составляла (0,5(1)(1018 см(3. Удельное сопротивление нелегированных образцов имело величину ~1013 Ом(см. Особенностью эксперимента являлась полиэнергетическая имплантация с энергиями 25, 36, 50, 71, 95 кэВ с целью получения однородно легированного слоя. На каждом шаге доза ионов B+ составляла 2(1015 см(2, суммарная доза ( 1(1016 см(2. Постимплантационный отжиг проводился в вакууме при температуре 1450 0С в течение 30 минут. Проводимость исследовалась в вакуумном, термостабилизированном азотном криостате методом Ван дер Пау в интервале температур 78(413 К.  Результаты представлены на рис. 1. Видно, что на зависимости ((T) явно наблюдаются три участка с различной низкой энергией активации, что ранее наблюдалось в поликристаллическом, имплантированном CVD алмазе [2]. Результаты работы представляют интерес в технологии создании СВЧ приборов на алмазе.
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Рис. 1. Зависимость проводимости имплантированного бором алмаза от температуры
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